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はじめに： エッチングハードマスク材料として、プラズマ化学気相堆積法(PECVD)による水素化

アモルファスカーボン(a-C:H)が用いられている。a-C:H は水素含有量により膜特性が大きく変化

するため、プラズマ中の水素量の制御が重要である[1]。しかし、一般に用いられる CH4は C/H比

が大きく、電子衝突解離により CHxラジカルとともに水素が生成されるため、プラズマ中の水素

量の独立制御が困難である。そこで、本研究では C3H6－H2プラズマを用いて成膜を行い、プラズ

マ中の水素量が成膜過程及び膜特性に与える影響について調べた。 

実験内容： 容量結合プラズマ(CCP)を用いて、ガス流量比 H2 / (C3H6 + H2) を 0から 0.75まで変化

させて堆積を行った。各流量比における気相状態を発光分光法(OES)により測定した。また、堆積

速度を in-situ分光エリプソメトリーにより測定し、光学的反り測定により残留応力評価を行った。 

結果と考察： Fig. 1は、H2ガス流量比に対する堆積速度及び残留応力の変化である。H2流量比増

加に伴い、堆積速度は増加した。一方、OESの発光強度比 C2 / Hα及び CH / Hαは H2流量比増加

に伴って減少した。炭素原子を含むラジカルが減少した一方で堆積速度が増加したことから、水

素イオンによる効果が考えられる。H2流量比が大き

い状況下ではプラズマ中に水素イオンが多く生成さ

れ、水素イオン衝突によるダングリングボンド形成

が起こりやすく、堆積速度が増加したと考えられる。

また、残留応力はいずれも圧縮応力であり、H2流量

比増加に伴って減少した。これは、プラズマ中の水

素イオンが増加し、膜中の C-C結合が水素イオンの

衝突によって切断されやすく、欠陥が生じることで

応力が緩和する可能性が考えられる。以上より、気

相中の C/H比は堆積速度及び残留応力の制御に重要

なパラメータであることが示唆された。 
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